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ДОСЛIДЖЕННЯ ДИСПЕРСIЇ ШВИДКОСТI ПРУЖНИХ
ХВИЛЬ В ОПРОМIНЕНИХ КРИСТАЛАХ LiFУДК 539.67:539.374

Iмпульсним методом в областi частот 7,5–232,5 МГц при T = 300 К дослiджено вплив
попередньої деформацiї (ε = 0,65%) i опромiнення (в iнтервалi доз 0–800 Р) на хiд ча-
стотних залежностей швидкостi ультразвуку в кристалах LiF. Екстраполюючи ре-
зультати по дисперсiї швидкостi v (f) на область низьких частот та використовуючи
вiдомi теоретичнi спiввiдношення було встановлено, що коефiцiєнт динамiчної в’язко-
стi В i густина дислокацiй Λ зi зростанням дози опромiнення залишаються незмiнни-
ми. Разом з тим виявлено, що абсолютне значення величини В є в 10 разiв меншим,
а величини Λ – у стiльки ж разiв бiльшим вiд тих значень, що дають найбiльш ко-
ректнi методи – високочастотного внутрiшнього тертя i прямого пiдрахунку ямок
протравлювання вiдповiдно.
К люч о в i с л о в а: опромiнення, густина дислокацiй, деформування, вектор Бюргерса,
модуль зсуву, середня ефективна довжина дислокацiйного сегмента.

1. Вступ

Експериментальнi дослiдження процесiв закрiпле-
ння легкорухливих дислокацiй радiацiйними дефе-
ктами i з’ясування їх впливу на хiд частотної за-
лежностi швидкостi ультразвуку v(f) є досить ва-
жливими. У таких дослiдах, з одного боку, можна
отримати широкi вiдомостi про пружнi властиво-
стi кристалiв, якi вiдображають характер мiжча-
стинкових зв’язкiв [1], а з iншого боку – вивчи-
ти природу взаємодiї дислокацiї з елементарними
збудженнями кристала [2]. Необхiдно зазначити,
що хiд експериментальних залежностей v(f) ранi-
ше дослiджувався лише на кристалах NaCl [3,4] i
LiF [5]. Акустичний метод, що використовувався
в [3–5] виявився достатньо iнформативним. За йо-
го допомогою, згiдно з дислокацiйною теорiєю [6],
можна було визначити основнi параметри дислока-
цiйної структури – густину дислокацiй Λ i середню
ефективну довжину дислокацiйного сегмента L за
умови, якщо константа динамiчного гальмування
дислокацiй В вiдома.

В результатi акустичних вимiрювань, проведе-
них в iнтервалi частот 10–100 МГц на кристалах
NaCl iз залишковою деформацiєю ε = 0,06%, авто-
ри [3] виявили, що деформацiя збiльшує дисперсiю
вiд 0,5 до 4% i змiщує область дисперсiї у бiк ниж-
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чих частот. Обробляючи свої результати в рамках
теорiї [6], з використанням прийнятого значення
B = 1,2 · 10−5 Па·с, автори [3] одержали значення
Λ = 3 · 1011 м−2, що виявилося iстотно завищеним
порiвняно зi значенням густини дислокацiй Λe, що
дає метод ямок протравлювання кристалiв, проде-
формованих до 0,06%.

З метою уточнення цих результатiв у роботi [4]
була ретельно вимiряна залежнiсть v(f) також на
кристалах NaCl, але в значно ширшому дiапазо-
нi частот 7,5–217,5 МГц при варiюваннi залишко-
вої деформацiї в iнтервалi 0,2 до 1% i застосуваннi
рентгенiвського опромiнювання дозою в 300 Р.

У результатi дослiджень в роботi [4] вперше бу-
ло виявлено ефект оборотного зсуву дисперсiйних
кривих v(f), який проявлявся в тому, що вказанi
частотнi кривi при збiльшеннi залишкової дефор-
мацiї зразка спочатку змiщувалися у бiк низьких
частот, а потiм, пiсля його рентгенiвського опромi-
нювання, починали рухатися у зворотному напря-
мi. Крiм того, визначивши значення величини Λe

методом пiдрахунку ямок протравлювання, автор
[4] надiйно встановив, що константа демпфування
дислокацiй B не залежить вiд густини дислокацiй.
Разом з тим, у роботi [4] було вiдзначено, що абсо-
лютне значення B є значно заниженим порiвняно
з величиною Be, що була отримана в [7] загально-
визнаним “еталонним” методом високочастотного
внутрiшнього тертя – по спаднiй гiлцi частотної
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залежностi дислокацiйного декремента Δd(f) на
кристалах тiєї ж серiї.

У недавнiй роботi [5] нами було поставлено за
мету перевiрити наявнiсть ефектiв, спостережу-
ваних у роботах [3, 4] i справедливiсть результа-
тiв, одержаних їх авторами на iнших кристалах,
зокрема LiF. Для цього дисперсiйна частотна за-
лежнiсть швидкостi ультразвуку в кристалах до-
слiджувалась для недеформованих, продеформо-
ваних до ε = 0,65% та продеформованих i опромi-
нених до 132 Р зразкiв. Виявилося, що, як i в [3,
4] деформацiя змiстила криву v(f) у бiк низьких
частот i, як i в [4], опромiнення привело до оборо-
тного змiщення кривої.

Крiм того, незважаючи на те, що експеримент [5]
мав попереднiй характер, все ж таки для LiF як i
для NaCl [4] накреслилась тенденцiя незалежностi
параметрiв В i Λ вiд дози опромiнення. У [5] також
було зафiксовано зменшення пiд дiєю опромiнення
величини середньої ефективної довжини дислока-
цiйного сегмента L (з 13, 5 ·10−7 м до 10,6 ·10−7 м),
що якiсно добре узгоджується з результатами ро-
боти [8], де на зразках тiєї ж серiї нами паралельно
дослiджувались структурнi характеристики кри-
сталiв по високочастотнiй асимптотi вищезгаданої
резонансної кривої Δd(f).

Враховуючи зазначене, метою даної роботи бу-
ло продовження роботи, розпочатої в [5], щодо ви-
вчення впливу рентгенiвського опромiнення на хiд
дисперсiйних залежностей v(f) в кристалах LiF,
на основi яких можна було б не тiльки обчислити
динамiчнi (В) та структурнi (Λ i L) дислокацiйнi
характеристики, а i з’ясувати межi застосовностi
теорiї [6] в умовах екстраполювання результатiв по
v(f) на область низьких частот.

2. Методика експерименту

У данiй роботi вивчався вплив малих доз дов-
гохвильового рентгенiвського опромiнення на ча-
стотну залежнiсть швидкостi пружних хвиль v(f)
в iнтервалi частот 7,5–232,5 МГц у кристалах
LiF iз залишковою деформацiєю ε = 0,65% при
T = 300 К. Вимiрювання швидкостi поширення
УЗ-хвиль проводились в iмпульсному режимi се-
лекторним методом на установцi, описанiй в [9].
Для проведення експериментiв використовували-
ся зразки чистотою 10−4 ваг. % з кристалографi-
чною орiєнтацiєю 〈100〉, геометричний розмiр яких
становив 17× 17× 29 мм3.

Згiдно з технологiєю [4, 5, 8], дослiджуванi зраз-
ки пiсля виколювання пiддавалися тонкiй полi-
ровцi так, щоб непаралельнiсть їх робочих повер-
хонь становила приблизно 1 мкм/см, що контро-
лювалося за допомогою оптиметра типу IКВ. Не-
залежну оцiнку ступеня непаралельностi в системi
“п’езокварц–склейка–зразок” можна було отриму-
вати i в процесi накладання еталонного сигналу
експоненцiйної форми на серiю вiдбитих iмпуль-
сiв, спостережуваних на осцилографi при прозву-
чуваннi кристала. Для зняття внутрiшнього на-
пруження, яке могло виникнути в результатi меха-
нiчної обробки зразкiв, їх вiдпалювали впродовж
12 годин у муфельнiй печi МП-2УМ при темпе-
ратурi ∼0,8 Тпл з подальшим повiльним її охо-
лоджуванням до кiмнатної температури. Для вве-
дення в кристал “легкорухливих” дислокацiй його
попередньо деформували до отримання залишко-
вої деформацiї ε = 0,65%. При вказаних значен-
нях дисперсiйна крива v(f) займала таке початко-
ве частотне положення, з якого надалi було зру-
чно спостерiгати за її зсувом в область високих
частот у процесi закрiплення дислокацiй радiацiй-
ними дефектами.

Вихiд на необхiдну величину залишкової дефор-
мацiї забезпечувався точною реєстрацiєю границi
плинностi кристалiв на стрiчцi самописця КСП-4.
Робоча довжина кристала до i пiсля деформацiї
контролювалася за допомогою компаратора IЗА-2
з точнiстю 1 мкм. Деформацiя зразкiв проводила-
ся шляхом їх стискання на машинi типу “Iнстрон”
зi швидкiстю ∼10−5 с−1. При такому режимi де-
формування [7] смуги ковзання не виникають, а
ямки протравлювання рiвномiрно покривають по-
верхню кристала, що дає змогу за допомогою ком-
п’ютерної програми “Photoshop” чiтко визначити
значення густини дислокацiй Λe.

Технологiя опромiнювання зразкiв рентгенiв-
ськими променями не вiдрiзнялась вiд тiєї, що була
описана в роботах [5, 10].

3. Експериментальнi результати
та їх обговорення

На рис. 1 наведено експериментальнi залежностi
v(f), вимiрянi на кристалах LiF: недеформованому
(крива 1 ); попередньо продеформованому до ε=
0,65% (крива 2 ), продеформованому, а потiм ще й
опромiненому рентгенiвськими променями протя-
гом 20–120 хвилин вiдповiдно (кривi 3–6 ).
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Можна бачити, що при переходi дислокацiйної
структури кристала з одного стану в iнший хара-
ктер поведiнки частотних залежностей v(f) сут-
тєво змiнюється. Спочатку, коли в недеформова-
ному (вiдпаленому) кристалi “ростовi” дислокацiї
були закрiпленi домiшковими атомами, швидкiсть
поширення акустичної хвилi змiнювалась з часто-
тою практично за лiнiйним законом (крива 1 ). У
подальшому, з появою в кристалi, внаслiдок його
деформування до 0,65%, значної кiлькостi легко-
рухливих дислокацiй, характер у поведiнцi кривої
v(f) рiзко змiнився (крива 2 ). Тепер на частотнiй
залежностi v(f), яка за своїм виглядом схожа на
сигмоїдальну криву, з’являється яскраво вираже-
на область дисперсiї, що особливо простежується
у низькочастотнiй областi.

Надалi, при опромiнюваннi цього ж зразка рi-
зними дозами в iнтервалi приблизно 130–800 Р, ча-
стотнi залежностi v(f) (кривi 3–6 ) помiтно змiщу-
ються в область бiльш високих частот, все бiльше
наближаючись до частотного положення кривої 1
для недеформованого зразка. Результати, наведенi
на рис. 1 можна, згiдно з [6], iнтерпретувати таким
чином. При низьких частотах дислокацiя рухає-
ться у фазi з прикладеною напругою i фактична
жорсткiсть кристалiв виявляється меншою, нiж у
тих, що не мiстить дислокацiй. З ростом часто-
ти зазначена синхроннiсть в рухах дислокацiї i
збуджуючого зовнiшнього поля суттєво порушує-
ться i модуль пружностi досягає свого iстинного
значення.

Пiсля отримання спектра дисперсiйних кривих
v(f) нами були побудованi вiдповiднi залежностi
дефекту модуля (ΔC11/C11) вiд частоти f, що на-
веденi на рис. 2. Iз рис. 2 можна бачити, що експе-
риментальна крива 1 для кристала, продеформо-
ваного до 0,65%, має найбiльше амплiтудне значен-
ня дефекту модуля ΔC11/C11, яке плавно зменшу-
ється при зростаннi частоти. Однак, пiсля опромi-
нення цього ж зразка протягом 20–120 хв дослiднi
кривi (2–5 ), зменшуючись по амплiтудi, змiщую-
ться у бiк бiльш високих частот.

Тут, на вiдмiну вiд рис. 1, масив експеримен-
тальних точок було апроксимовано частотним про-
фiлем для дефекту модуля, розрахованого в [11]
для функцiї (ΔC11/C11)(f ) в наближеннi експо-
ненцiйного розподiлу дислокацiйних сегментiв за
довжинами. Можна бачити, що експериментальнi
i теоретичнi данi цiлком задовiльно узгоджуються

Рис. 1. Залежнiсть швидкостi поширення ультразвуку в
кристалах LiF вiд частоти для зразкiв: 1 – недеформова-
ного, 2 – iз залишковою деформацiєю 0,65%, 3–6 – про-
деформованого до 0,65% та опромiненого рентгенiвськими
променями протягом 20, 40, 60, 120 хв вiдповiдно

Рис. 2. Частотна залежнiсть дефекту модуля в кристалах
LiF: 1 – пiсля деформацiї 0,65 %, 2–5 – продеформованого
до 0,65% та опромiненого ренгенiвськими променями протя-
гом 20, 40, 60, 120 хв вiдповiдно. Суцiльнi лiнiї – теоретичнi
кривi, узятi з [11]

мiж собою. Накладання теоретичного профiля на
дослiднi данi дало можливiсть встановити його ча-
стотне i амплiтудне положення, а далi дозволи-
ло цiлком обґрунтовано визначати безпосередньо
з теоретичної кривої значення f0 i дефекту моду-
ля (ΔC11/C11)0, що вiдповiдають точкам перегину
кривих на рис. 2, де їх прямолiнiйний хiд починає
змiнюватися на криволiнiйний. Саме в цих “репер-
них” точках екстрапольоване на область низьких
частот значення модуля (ΔC11/C11)0 починає на-
бувати свого максимального значення. Визначенi в
такий спосiб значення параметрiв f0 i (ΔC11/C11)0
i дали можливiсть побудувати рис. 3.

Зауважимо, що розрахунки дефекту модуля
проводились в данiй роботi з використанням спiв-
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Рис. 3. Залежнiсть частоти f0 (1 ) та дефекту модуля
(ΔC11/C11)0 (2 ) вiд часу опромiнення кристалiв LiF

Рис. 4. Залежнiсть густини дислокацiй Λ (1 ), середньої
ефективної довжини дислокацiйного сегмента L (2 ) i коефi-
цiєнта демпфування дислокацiй В (3 ) вiд часу опромiнення
кристалiв LiF

вiдношення 2ΔV/V∞ = ΔC11/C11, де ΔV = V∞−
−V . При цьому величина чисто пружної швидко-
стi V∞ = 6,61 · 103 м/с була вимiряна на частотi
217,5 МГц, де кристал, через вiдсутнiсть дислока-
цiйних ефектiв, веде себе як “iдеальний”. З рис. 3
видно, що збiльшення дози опромiнення приво-
дить, з одного боку, до зменшення дефекту моду-
ля (ΔC11/C11)0, а з iншого боку – до зростання
частоти f0. Слiд зазначити, що вимiрювання аб-
солютних значень швидкостi УЗ в областi частот
7,5–232,5 МГц здiйснювалось з точнiстю 0,05–0,1%
[9], а значення дефекту модуля (ΔC11/C11)0 i ча-
стоти визначались по даних (рис. 2) з точнiстю 5–
7% i 15–20% вiдповiдно.

Спираючись на експериментальнi результати,
наведенi на рис. 3, та використовуючи спiввiдно-
шення теорiї [6], що описують низькочастотну гiл-
ку дислокацiйного резонансу, можна розрахувати
коефiцiєнт гальмування дислокацiй В, а також ви-

значити основнi параметри дислокацiйної структу-
ри Λ i L кристала.

Згiдно з теорiєю [6], формула для дефекту моду-
ля, екстрапольованого на область низьких частот,
має вигляд

ΔC11/C11 = (6ΩΔ0ΛL2)/π. (1)

Пiдставляючи в (1) вирази Δ0 = 8Gb2/π3C,
L2 = (0,084πC)/2Bf0, узятi з [6], отримуємо спiв-
вiдношення для обчислення величини Λ у такому
виглядi:

Λ =
π3f0Be

2,016ΩGb2
(
ΔC11

C11
)0, (2)

де Ω – орiєнтацiйний фактор, G – модуль зсуву, b –
модуль вектора Бюргерса, (ΔC11/C11)0 – значення
дефекту модуля, вимiряного на частотi f0, Be –
значення константи демпфування дислокацiй.

У результатi проведених за формулою (2) обчи-
слень, в яких використовували значення Ω = 0,311
та Gb2 = 28,77 ·10−10 Па·м2 [5, 8], дослiдних даних,
наведених на рис. 3, а також значення констан-
ти демпфування Be = 3,7 · 10−5 Па·с, нещодавно
отриманого нами в [8] на цих же кристалах, бу-
ло встановлено графiк Λ(t), наведений на рис. 4
(крива 1 ).

Спостережувана в дослiдах незмiннiсть густини
дислокацiй Λ при змiнi дози опромiнення є цiлком
очiкуваною, оскiльки рiвень застосованих в дослi-
дах доз є нехтовно малим в порiвняннi з таким, що
змiг би викликати деформацiю кристала [12]. Ра-
зом з тим, обчислене за формулою (2) середнє зна-
чення величини Λ = 1,82 · 1011 м−2 викликає пев-
ний сумнiв, оскiльки воно є на порядок бiльшим
за аналогiчну величину Λe = 1,74 · 1010 м−2, зна-
йдену прямим методом, шляхом пiдрахунку ямок
протравлювання кристала [13].

Пiсля отримання бази експериментальних да-
них, стало можливим у рамках теорiї [6] розраху-
вати i iнший параметр дислокацiйної структури L
за формулою

L =

√
0,084Gb2

Bef0(1− υ)
, (3)

де ν – коефiцiєнт Пуассона. Пiдставляючи в фор-
мулу (3) величину ν = 0,27 [5, 8], було визна-
чено функцiональну залежнiсть L(t), наведену на
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рис. 4 (крива 2 ). Як i очiкувалось, при поступово-
му збiльшеннi дози опромiнювання ефективна дов-
жина дислокацiйного сегмента L, внаслiдок закрi-
плення його радiацiйними дефектами, монотонно
зменшується. Однак, якщо звернути увагу на по-
чаткове значення величини L, отримане до опромi-
нення зразка, то воно приблизно в 1,5 раза є бiль-
шим, нiж те, що визначене в роботi [8] на основi
рiвнянь, що описують положення дислокацiйного
резонансу.

Надалi, розв’язуючи рiвняння (2) вiдносно ко-
ефiцiєнта демпфування дислокацiй В, отримуємо
вираз

B = (2,016 ΩGb2Λe)/(f0 (ΔC11/C11)0 π3). (4)

Проводячи розрахунки за формулою (4), було
встановлено, що коефiцiєнт демпфування В для
кристалiв LiF, як i в роботi [8], не залежить вiд
часу опромiнювання, що наглядно проiлюстрова-
но кривою 3 на рис. 4. Однак виявилось, що аб-
солютне значення константи В є на порядок мен-
шим, нiж Be, визначене методом високочастотного
внутрiшнього тертя [8], по спаднiй гiлцi дислока-
цiйного резонансу. Виявлений хiд В(t) узгоджує-
ться з висновками теорїi [2] про те, що динамiчне
гальмування дислокацiй в LiF в умовах незмiнно-
стi температури визначається лише дисипативни-
ми процесами у фононнiй пiдсистемi кристала.

Iз аналiзу дослiдних даних випливає, що резуль-
тати щодо виявленої незалежностi величин В i Λ
вiд часу опромiненя t, а також зниження рухли-
востi дислокацiй, що проявляється в скороченнi L
з ростом дози опромiнення є такими, що якiсно
збiгаються з даними, отриманими вищезгаданими
загальновiдомими методами дослiджень.

Однак, якщо говорити про кiлькiсне порiвнян-
ня визначених у данiй роботi величин з тими, що
отриманi в [8], то спостерiгається суттєва їх розбi-
жнiсть i особливо це стосується абсолютних оцiнок
величин В i Λ.

Попереднiй сумiсний аналiз зазначених експери-
ментальних даних дозволяє припустити, що най-
бiльш iмовiрною причиною значного розходження
розрахованих значень В i Λ з аналогiчними дани-
ми Be i Λe, отриманими загальновизнаними мето-
дами є те, що за даних умов експерименту не вико-
нувалось спiввiдношення ω/ωm � 1, де ω i ωm – ча-
стоти, що вiдповiдають низькочастотнiй гiлцi дис-

локацiйного резонансу Δd(f) i його максимуму вiд-
повiдно. Як вiдомо, саме на пiдставi цiєї первiсної
умови ω/ωm � 1 в дислокацiйнiй теорiї [6] прово-
дились спрощення при виведеннi формул (1)–(3).

З iншого боку, цi данi пiдтверджують висновок
авторiв [14] про неможливiсть опису в рамках те-
орiї [6] дослiдних даних у зазначених дiапазонах
частот за допомогою єдиного механiзму поглина-
ння ультразвуку. Результати вимiрювань, згiдно з
[14], можна описати загальним частотним профi-
лем лише у випадку використання для кожної iз
частотних гiлок рiзних значень В.

Однак, для бiльш детального з’ясування меж за-
стосовностi теорiї [6] необхiдно доповнити резуль-
тати високочастотних вимiрювань даними для кое-
фiцiєнта поглинання i дефекту модуля, вимiряних
на низьких частотах.

4. Висновки

1. Дослiджено вплив малих доз довгохвильового
рентгенiвського опромiнення на дисперсiю швид-
костi ультразвуку v(f) на кристалах LiF iз зали-
шковою деформацiєю 0,65% в iнтервалi частот 7,5–
232,5 МГц при T = 300 К. Встановлено, що по-
передня деформацiя зразкiв приводить до вини-
кнення явно вираженої областi дисперсiї на кривiй
v(f), тодi як для недеформованих зразкiв зазначе-
на крива має лiнiйних характер. Явище дисперсiї
особливо помiтно проявляється на низьких часто-
тах, де процеси розсiювання пружної енергiї УЗ-
хвиль контролюються високою рухливiстю довгих
дислокацiйних петель. В подальшому, при опромi-
неннi цих кристалiв (в iнтервалi доз 0–800 Р) було
виявлено поступове зменшення областi дисперсiї i
її перемiщення в область бiльш високих частот, що
пояснюється пiннiнгом дислокацiй дефектами ра-
дiацiйного походження.

2. На основi отриманих результатiв для LiF
вперше, методом екстраполювання результатiв по
v(f) на область низьких частот було встановлено,
що константа демпфування дислокацiй В i густи-
на дислокацiй Λ залишаються незмiнними зi зро-
станням часу опромiнення t. Виявлений хiд В(t)
пiдтверджує теоретичнi передбачення стосовно то-
го, що динамiчне гальмування дислокацiй в умо-
вах незмiнностi температури визначається лише
дисипативними процесами у фононнiй пiдсистемi
кристала.
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3. Проводячи аналiз отриманих результатiв бу-
ло виявлено, що абсолютне значення величини В
є в 10 разiв меншим, а значення Λ – у стiльки ж
разiв бiльшим порiвняно з аналогiчними значен-
нями величин Be i Λe, отриманими загальновизна-
ними методами – високочастотного внутрiшнього
тертя i вибiркового протравлювання поверхнi кри-
стала вiдповiдно. Попереднiй сумiсний аналiз за-
значених експериментальних даних дозволяє при-
пустити, що їх розходження зумовлене невикона-
нням умови ω/ωm � 1, де ω i ωm – частоти, що
вiдповiдають низькочастотнiй гiлцi дислокацiйно-
го резонансу Δd(f) i його максимуму вiдповiдно.
Саме на пiдставi цiєї первiсної умови ω/ωm � 1
у вищезгаданiй дислокацiйнiй теорiї проводились
спрощення при виведеннi формул (1)–(3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСИИ СКОРОСТИ
УПРУГИХ ВОЛН В ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ LiF

Р е з ю м е

Импульсным методом в области частот 7,5–232,5 МГц при
T = 300 К исследовано влияние предварительной деформа-
ции (ε = 0,65%) и облучения (в интервале доз 0–800 Р) на
ход частотных зависимостей скорости ультразвука в кри-
сталлах LiF. Экстраполируя результаты по дисперсии ско-
рости v(f) на область низких частот и используя известные
теоретические соотношения было установлено, что коэффи-
циент динамической вязкости В и плотность дислокаций
Λ при увеличении дозы облучения остаются неизменными.
Вместе с тем обнаружено, что абсолютное значение величи-
ны В является в 10 раз меньшим, а величины Λ – во столько
же раз большим тех значений, которые дают наиболее кор-
ректные методы – высокочастотного внутреннего трения и
прямого подсчета ямок травления соответственно.

G.O.Petchenko, O.M.Petchenko

RESEARCH OF THE ELASTIC WAVE VELOCITY
DISPERSION IN X-RAY-IRRADIATED LiF CRYSTALS

S u m m a r y

The influence of a preliminary deformation (the residual strain

ε = 0.65%) and x-ray irradiation to exposure doses of 0–800 R

on the frequency dependence of the sound velocity, v(f), in

LiF crystals in the frequency interval from 7.5 to 232.5 MHz

and at room temperature has been studied using the pulsed

technique. By extrapolating the results obtained for v(f) to

the low-frequency interval and using the well-known theoret-

ical relations, the coefficient of dynamic viscosity B and the

dislocation density Λ were found to be independent of the irra-

diation dose. At the same time, the absolute values of B were

found to be lower and the values of Λ higher by an order of

magnitude than the corresponding values obtained with the use

of the most reliable techniques, such as the methods of high-

frequency internal friction and etch pit counting, respectively.
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